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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est
‘constamment revu par la Commission afin d'assurer qu’il
refléte bien Pétat actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a éta-
blissement des éditions révisées et aux mises a4 jour peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

®  Bulletin de 1a CElX
® Annuaire de la CEI

@®  Catalogue des publications de la CEI

Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (VEI), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'Index
général étant publié séparément. Des détails complets sur le
VEI peuvent étre obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication
soit correspondent aux termes et définitions généraux &
la teneur étant parfois légérement spécialisée, soit
spécifiquement approuvés aux fins des Publicationg
748.

Pour les symboles g
d’usage général approuvés \par ld

-~ la Publication 27 de la
en électrotechnique;

— la Publication 6
schémas.

Publications de la CEI établies par le méme
Comite d’Etudes

L'attention du lecteur est attirée sur les pages 3 et 4 de la
couverture, qui énumeérent les publications de la CEI préparées
par le Comité d’Ftudes qui a établi la présente publication.

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

® [EC Bulletin

® IEC Yearbook

® Catalogue of IEC Publich
Published yearly

Terminology

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs ap-
proved by the IEC for general use, readers are referred to:

— IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— IEC Publication 617: Graphical symbols for diagrams.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC Publications 27 or 617, or
have been specifically approved for the purpose of this publi-
cation.

IEC publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to pages 3 and 4 of the
back cover, which list IEC publications issued by the Tech-
nical Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets et circuits integres

Cinquiéme partie: Dispositifs optoélectroniques

PREAMBULE
1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questighs teshnig prép par des Comités
d’Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant a ces questions,egpriwent \dags”la plus grande

mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sgn

dans leurs régles nationales le texte de la recommandatiofi dg Y , dans la mesure ou les conditions nationales le
a i & et 1a gle naffonale correspondante doit, dans la

semiconducteurs.

La Publicat
semiconducteursy” ]

Publication 747,

ignie partie d’'une norme générale sur les dispositifs a
e la CEI. En plus des normes générales de la

Le Co éuni & Londres en septembre 1982, a approuvé le remaniement
des de la CEI qui consiste en une nouvelle articulation en fonction
des semico - i¢s. Toutes les parties constituantes ayant déja été approuvées par des

des Six Mois ou la Procédure des Deux Mois, il n’a pas été jugé
un nouveau scrutin.

Les informations relatives aux circuits intégrés qui figurent déja dans les Publications 147 et
148 sont incorporées aux Publications 747-1 et 748 de. la CEIL

Les informations relatives aux essais mécaniques et climatiques qui figurent déja dans les
Publications 147-5 et 147-5A seront incorporées a la Publication 749 de la CEL

Cette norme sera tenue a jour en révisant et en élargissant son texte parallélement a la
poursuite des travaux du Comité d’Etudes n° 47 pour tenir compte des progrés effectués dans

\

le domaine des dispositifs & semiconducteurs.
Cette norme annule, en particulier, la Publication 147-1K (1981) de la CEIL

Note. — Les Publications 747, 748 et 749 de la CEI annulent et remplacent, au fur et 4 mesure de la parution de leurs
différentes parties, les Publications 147 et 148 de la CEL
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES

~Discrete devices and integrated circuits

Part 5: Optoelectronic devices

FOREWORD
1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Tes

the National Committees having a special interest therein are represented,
international consensus of opinion on the subjects dealt with.

clearly indicated in the latter.

Devices.

Publication 74
IEC Publication

ittee No.47, held in London in September 1982, approved
dblications 147 and 148 into the present device-oriented

Material concerning integrated circuits previously found in Publications 147 and 148 are
included in IEC Publications 747-1 and 748.

Material concerning mechanical and climatic test methods previously found in Publications
147-5 and 147-5A will now be included in IEC Publication 749.

This standard will be kept up to date by revising and extending the document as the work
in Technical Committee No.47 continues and takes into account advances in the field of
semiconductor devices.

This standard supersedes, in particular, IEC Publication 147-1K (1981).

Note. — 1EC Publications 747, 748 and 749 supersede and replace, as their different parts are pubhshed the IEC
Publications 147 and 148.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets et circuits integres

Cinquiéme partie: Dispositifs optoélectroniques

CHAPITRE I: GENERALITES

1. Note d’introduction

La présente publication doit étre utilisée avec la Pyblica
informations de base sur:

ufl nne les

— la terminologie;

— les symboles littéraux;
— les valeurs limites et caractéristiques essentie
— les méthodes de mesure;
— la réception et la fiabilité.

2. Domaine d’application

L’ordre des différents chapitres est conforme & la Publication 747-1, chapitre III,
paragraphe 2.1.
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SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices and integrated circuits

Part 5: Optoelectronic devices

CHAPTER I: GENERAL

1. Introductory note

As a rule, it will be necessary to use Publication 747-1 toges
publication. In 747-1, the user will find all basic information
terminology;

letter symbols;

essential ratings and characteristics;
measuring methods;

acceptance and reliability.

2. Scope

The present publicatioi
devices:

— semicond
~ light-em

e Photocouplers, optocouplers.

The sequence of the different chapters is in accordance with Publication 747-1, Chapter
II1, Sub-clause 2.1.
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CHAPITRE II: TERMINOLOGIE ET SYMBOLES LITTERAUX

Note. — Un certain nombre de termes supplémentaires, présentant de lintérét pour les dispositifs optoélectroniques,

par exemple pour les grandeurs radiométriques, photométriques et spectrophotométriques, figurent dans le
chapitre 45 du VEL

1. Types de dispositifs

1.1  Dispositif optoélectronique a semiconducteurs

Dispositif 4 semiconducteurs qui est sensible ou qui émet ou modifie un rayonnement
¢lectromagnétique cohérent ou non cohérent dans les régions vigib i

pour son propre fonctionnement.

N

1.2 Photoémetteur a semiconducteurs

Dispositif optoélectronique a semiconducteurs
électrique en énergie rayonnante.

1.3 Afficheur optoélectronique d semiconducteurs

Photoémetteur a semiconducteurs congy

1.4 Diode électroluminescente

eyfie rayonnante dans la région infrarouge du spectre,
¢lectrons et de trous.

Dioa «
par suiteMd

semiconducteurs qui émet une énergie rayonnante

N

1.7 Dispositif phdtosensible a semiconducteurs

Dispositif a semiconducteurs qui est sensible & un rayonnement électromagnétique dans
les régions visible, infrarouge et/ou ultraviolette du spectre.

1.8  Récepteur (cellule) photoélectrique (VEI 45-30-225)

Récepteur physique fonctionnant par effet photoélectrique externe ou interne.

1.9 Cellule photoconductive (VEI 45-30-240)

Récepteur photoélectrique a semiconducteurs, dans lequel I’absorption du rayonnement
provoque une augmentation de la conductivité par effet photoélectrique interne.
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CHAPTER II: TERMINOLOGY AND LETTER SYMBOLS

Note. — A number of additional terms of interest for optoelectronic devices, e.g. for radiometric, photometric and
spectrophotometric quantities, appear in Chapter 45 of the IEV.

1. Types of devices

1.1 Semiconductor optoelectronic device

A semiconductor device that is responsive to, or that emits or modifies coherent or
non-coherent electromagnetic radiation in the visible, infrared and/or ultravielet spectral
regions; or a device that utilizes such electromagnetic radiation for its iatg peration.

1.2 Semiconductor photoemitter

A semiconductor optoelectronic device that directly conve
radiant energy.

1.3 Semiconductor optoelectronic display

A semiconductor photoemitter designed for t

1.4 Light-emitting diode (LED)

1.5 Infrared-emitting dio

A diode @
resulting from tHe f¢

1.6

1.7 Semiconductor phetbsensitive device

A semiconductor device that is responsive to electromagnetic radiation in the visible,
infrared and/or ultraviolet spectral regions.

1.8  Photoelectric receptor, photocell (IEV 45-30-225)

Physical receptor that depends for its action on an external or internal photoelectric
effect.

1.9 Photoconductive cell (IEV 45-30-240)

Photoelectric receptor utilizing a semiconductor in which absorption of radiation gives
rise to an increase in conductivity by the internal photoelectric effect.
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1.10  Cellule photovoltaique (VEI 45-30-245)

Récepteur photoélectrique” dans lequel I'absorption du rayonnement au voisinage d’une
jonction PN entre deux semiconducteurs, ou d’un contact entre un semiconducteur et un
meétal, produit une force électromotrice.

1.11  Photodiode

Diode a semiconducteurs & jonction PN entre deux types de semiconducteurs ou entre
un semiconducteur et un métal, dans laquelle ’absorption du rayonnement au voisinage
de la jonction produit:

— un effet photoélectrique interne quand la diode est polarisée en inverse, et
-~ un effet photovoltaique quand la diode est polarisée en direct.

1.12  Phototransistor

Transistor dans lequel ’effet photoélectrique est utilisé

1.13  Photothyristor

Thyristor qui est congu pour étre sensible A
de déclenchement.

ante en tant que source

1.14  Photocoupleur

Dispositif optoélectronique
électriques par utilisation de
I'isolement électrigue

s congu pour le transfert de signaux
¢y afin d’assurer un couplage ainsi que

Intervalle de longueurs d’onde pour lesquelles la densité spectrale d’une grandeur
radiométrique est supérieure ou égale a la moitié de sa valeur maximale.

2.4 Diagramme de rayonnement

Diagramme qui caractérise la distribution (réelle ou espérée) dans P'espace du
rayonnement émis par un dispositif optoélectronique.

2.5 Diagramme de sensibilité

Diagramme exprimant graphiquement la sensibilité en fonction de I’angle par rapport a
un axe mécanique défini, et utilisant des coordonnées soit polaires soit rectangulaires.
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1.10  Photovoltaic cell (IEV 45-30-245)

Photoelectric receptor in which absorption of radiation in the neighbourhood of a PN
junction between two semiconductors, or of a contact between a semiconductor and a
metal, produces an electromotive force.

1.11  Photodiode

A semiconductor diode having a PN junction between two types of semiconductors or
between a semiconductor and a metal, in which the absorption of radiation in the
neighbourhood of the junction produces: '

— an internal photoelectric effect when the diode is reverse biased, and
— a photovoltaic effect when the diode is forward biased.

1.12  Phototransistor

A transistor in which the photoelectric effect is utilized.

1.13  Photothyristor

A thyristor that is intended to be responsive to rad

1.14  Photocoupler, optocoupler

utilizing radiant energy to provide
and the output.

2.2 Peak-sensi

2.3  Spectral radig

The wavelengtl( interval in which the spectral concentration of a radiometric quantity is
greater or equal to half of its maximum value.

2.4 Radiation diagram

A diagram that characterizes the distribution (actual or expected) in space of a
radiation emitted by an emitting optoelectronic device.

2.5 Sensitivity diagram

A diagram graphically expressing sensitivity versus angle with respect to a defined
mechanical axis and using either polar or rectangular co-ordinates.
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\

2.6 Angle (d’ouverture) a mi-intensité

Angle solide a lintérieur duquel D’intensité énergétique est supérieure ou égale a la
moitié de Pintensité maximale.

2.7 Courant photoélectrique (VEI 45-30-260)

Partie du courant électrique d’un récepteur photoélectrique qui est produit par effet
photoélectrique.

2.8 Courant d’obscurité (VEI 45-30-265)

Partie du courant électrique d’un récepteur photoélectrique qui subsiste lorsque ce
récepteur ne regoit aucun rayonnement capable de produire un effet/photaélectrique.

2.9 Axe optique

Ligne autour de laquelle le diagramme principal d’éne
est centré.

Notes 1. — Le diagramme d’énergie rayonnée ou de sensibilité pe;
2. — L’axe optique peut différer de I'axe mécanique.

2.10 Photodiodes

2.10.1 Courant inverse sous irradiatip

Y

Courant inverse total dans ung pl : 3 e-ci est exposée a une énergie

2.11 Phototransisto

2.11.1  Courapi\colle
Coura<>c

lorsque celui-ci est exposé a une
énergie rayo

réunies.

2.12.2 Résistance d’isolement ()
Résistance entre toutes les bornes d’entrée réunies et toutes les bornes de sortie
réunies.
2.12.3 Tension d’isolement
Tension entre une des bornes d’entrée et une des bornes de sortie.
a) Tension d’isolement continue (V)

Valeur de la tension d’isolement constante.
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2.6 Half-intensity (beam) angle -
The full cone angle within which the radiant intensity is greater or equal to half of
the maximum intensity. ‘
2.7 Photoelectric current (IEV 45-30-260)
Thét part of the electric current in a photoelectric receptor which is produced by the
photoelectric effect.
2.8 Dark current (IEV 45-30-265)

That part of the electric current in a photoelectric receptor which still flows when the
receptor receives no radiation capable of producing a photoelectric effg

29 Optical axis
A line about which the principal radiant-energy or sensitivi

Notes I. — The radxant-energy or sensitivity pattern .may be non-syms
2. — The optical axis may deviate from the mechanical axis

2.10 Photodiodes

2.10.1 Reverse current under irradiatiow (I3
g exposed to radiant energy.

2.11  Phototransistors

2.11.1 Collectoﬁ@m o (T '
The totalMColi¢ ent through a phototransistor when it is exposed to radiant

energy.

terminals connected together.

2.12.2 Isolation resistance (no)
The resistance between all input terminals connected together and all output terminals

connected together.

2.12.3 Isolation voltage
The voltage between any of the input terminals and any of the output terminals..

a) Continuous (direct) isolation voltage (Vi)

The value of the constant isolation voltage.
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b) Tension d'isolement de.pointe répétitive (Viorw)

Valeur instantanée la plus élevée de la tension d’isolement, incluant toutes les tensions
transitoires répétitives, mais excluant toutes les tensions transitoires non répétitives.

Note. — Une tension transitoire répétitive est habituellement fonction du circuit.

Une tension transitoire non répétitive est habituellement due 4 une cause extérieure et on admet que
son effet a complétement disparu avant que la tension transitoire non répétitive suivante n'arrive.

¢) Tension d’isolement de surcharge accidentelle (Viosw)

Valeur instantanée la plus élevée d’une impulsion de tension d’isolement de courte
durée et de forme d’onde spécifiée.

2.12.4 Rapport de trqnsfert du covrant

d’entrée, 1a tension de sortie étant maintenue constante.

Note. — Abréviation: CTR.

étant maintenue constante.

Note. — Abréviation: CTR(dc).

3. Symboles littéraux

3.1 Généralités
Les régles généraies de Ia Publication 747-1, chapitre V, s’appliquent.

3.2 Liste des symboles littéraux

Les symboles littéraux contenus dans le tableau suivant sont recommandés pour étre
utilisés dans le domaine des dispositifs optoélectromques ils ont été établis en accord
avec les régles générales
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b) Repetitive peak isolation voltage (Viopy)
The highest instantaneous value of the isolation voltage incIuding all repetitive
transient voltages, but excluding all non-repetitive transient voltages.

Note. — A repetitive transient voltage is usually a function of the circuit.

A non-repetitive transient voltage is usually due to an external cause and it is assumed that its
effect has completely disappeared before the next non-repetitive transient voltage arrives.

¢) Surge isolation voltage (Vipsm)

The highest instantaneous value of an isolation voltage pulse of short-time duration
and of specified waveshape. '

2.12.4 Current transfer ratio

The ratio of the direct (continuous) or alternating output
(continuous) or alternating input current, the output voltage being

Note. — Abbreviation: CTR.

a) Static value of the (forward) current transfer ratio

The ratio of the direct (continuous) output ¢
current, the output voltage being held consta

continuous) input

Note. — Abbreviation: CTR(dc).

The ratio of the alg
under small-signal

Note. — Abbreviatio

2.12.5 Cut-off fr :

eque

podulus of the small-signal current transfer ratio has

equency value.

3. Letter symbols

3.1 General

The general rules of Publication 747-1, Chapter V, apply.

3.2 List of letter symbols

The symbols contained in the following table are recommended for use in the field of
optoelectronic devices; they have been compiled in accordance with the general rules.
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